
図２ EQE の波長依存性 

図３ 表面からの劣化層厚による IQEの変化 
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１.  まえがき 

太陽光発電は CO2 を排出せず電力を発生さ

せる有力な候補の 1 つである。現在、多結晶

Si からなる太陽電池が多く使われているもの

の単結晶 Si に比べ発電効率は若干悪い。分析

法の 1 つとして LBIC(Laser Beam Induced 

Current)法があり、励起光源波長を変更するこ

とで貫通深さを変え、深さ方向の劣化解析が可

能となる。我々は励起光源を変え、光励起電流

を測定する系を構築し、外部量子効率

EQE(External Quantum Efficiency)と内部量子効

率 IQE (Internal Quantum Efficiency)を見積り、

太陽電池の表面近傍の劣化解析とその深さを

見積もったので報告する。 

２.  測定方法 

LBIC 測定系を図１に示す。レーザ光を平行

ビームにし、ND フィルタで太陽電池照射前の

パワーが 50 W になるように調整した。太陽

電池は市販の 3 段セルモジュールを用いた。こ

こで、光照射していない他のセルが抵抗になり

LBIC 強度を減少させたことから、これを抑制

するため、逆バイアス[1]を印加し測定した。

なお、LBIC 強度は励起光ありとなしの差とし

た。これをもとに EQE と IQE を見積もった。 

EQE = 
𝐿𝐵𝐼𝐶強度平均値(実験値)

𝐿𝐵𝐼𝐶の理論値
      (1) 

IQE ＝ EQE / (1－R)             (2) 

ただし、R は反射率である。 

３. 結果 

図２に EQE の波長依存性を示す。EQE は

630 nm 近傍で最も高く、これより短波長にな

るほど EQE は低くなっている。短波長になる

ほど表面近傍で吸収されることから、表面近傍

の再結合密度が高いことを示している。 

表面に劣化層(図３の内挿図)があると仮定

し計算を行った。図３に表面からの劣化層厚

(d)による IQE の見積もりを示す。劣化の深さ

は約 0.6 μm と見積もられ、短波長光では無視

できない厚さであることがわかった。 

４.  まとめ 

太陽電池の表面近傍に劣化領域があり、その

深さは 1μm 程度であることがわかった。LBIC

解析法は劣化解析に有益である。 
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